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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  高視野角で高開口率を実現できる横電界方式
の液晶表示装置において、表示画素領域のコントラスト
を向上させる。
【解決手段】  ブラックマトリクス層１４は、共通電極
線３ａ、走査線２、共通電極線３ａ・走査線２間の間
隙、ＴＦＴ５、走査線２・共通電極線３ｂ間の間隙、共
通電極線３ｂの上方を連続的に覆うように、走査線２の
延びる方向に沿って、対向基板１３に形成されており、
対向基板１３の信号線６と対向する部分ではブラックマ
トリクス層が除かれている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  お互いに交差する複数の走査線及び複数
の信号線と、前記走査線と前記信号線との交差部分近傍
に配置されたスイッチング素子と、前記走査線及び前記
信号線で囲まれた領域に形成され前記スイッチング素子
に接続された画素電極と、前記画素電極と対向し前記画
素電極との間に横電界を発生する共通電極とを有するア
クティブマトリクス基板と、前記アクティブマトリクス
基板との間に液晶層を挟持する対向基板とを備える液晶
表示装置において、
前記対向基板には、前記複数の走査線と平面的にオーバ
ーラップするブラックマトリクス層が形成されており、
前記信号線と対向する部分にはブラックマトリクス層が
除かれていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記画素電極及び前記共通電極は一画素
内で奇数回屈曲した形状となっており、前記信号線も前
記画素電極又は前記共通電極に隣接する部分が奇数回屈
曲した形状となっていることを特徴とする請求項１記載
の液晶表示装置。
【請求項３】  前記信号線は、前記画素電極と近接する
部分に幅広部を備えていることを特徴とする請求項１又
は請求項２記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記対向基板には、隣接する画素同士で
端部が重ね合せられた色重ね領域が形成された複数の色
層が形成されており、前記色重ね領域はアクティブマト
リクス基板の信号線の上方に配置されていることを特徴
とする請求項１又は請求項２記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に関
し、特に横電界方式の液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、薄型軽量で低消費電力
のフラットパネルディスプレイとして、広く利用されて
いる。その中でも、横電界方式(In-Plane Switching mo
de)の液晶表示装置は、アクティブマトリクス基板に形
成されお互いに対向する画素電極と対向電極との間に横
電界を発生させ、アクティブマトリクス基板と対向基板
間に挟持した液晶を基板平面に対してほぼ水平方向に回
転させて表示を行うものであり、その動作モードから視
野角が広い表示特性が得られ、ますます利用分野が広が
っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】ところで、アクティブ
マトリクス基板及び対向基板には、それぞれ必要な構成
要素が形成された後でそれぞれ配向膜が形成され、この
配向膜に対して液晶の初期配向方向を決定するためにラ
ビング処理が行われる。また、ブラックマトリクス層
は、ＴＦＴ基板の隣接する各画素同士のコントラスト向
上、表示画素領域の不要な漏れ光の遮光、ディスクリネ
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ーションなど液晶の配向不良箇所を非可視化するために
対向基板に設けられる。
【０００４】ラビング処理の均一性が低く、ラビング処
理が十分に行われないと光漏れが生じコントラスト特性
が低下すること、この光漏れが対向基板のブラックマト
リクス層のパターンに起因することを見出した。
【０００５】したがって、本発明の目的は、コントラス
ト特性を向上させて表示特性を向上できる横電界方式の
液晶表示装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めの手段として、次のような構成を有する液晶表示装置
を採用する。
【０００７】すなわち、請求項１記載の液晶表示装置
は、お互いに交差する複数の走査線及び複数の信号線
と、上記走査線と上記信号線との交差部分近傍に配置さ
れたスイッチング素子と、上記走査線及び上記信号線で
囲まれた領域に形成され上記スイッチング素子に接続さ
れた画素電極と、上記画素電極と対向し上記画素電極と
の間に横電界を発生する共通電極とを有するアクティブ
マトリクス基板と、上記アクティブマトリクス基板との
間に液晶層を挟持する対向基板とを備える液晶表示装置
において、上記対向基板には、上記複数の走査線と平面
的にオーバーラップするブラックマトリクス層が形成さ
れており、上記信号線と対向する部分にはブラックマト
リクス層が除かれていることを特徴としている。
【０００８】
【発明の実施の形態】本発明の液晶表示装置の実施形態
について、図面を参照しながら詳細に説明する。
（第一実施の形態）図１は、本発明の第一実施の形態の
液晶表示装置を説明するためのＴＦＴ基板のほぼ一画素
分の表示領域を示す平面図であり、図２は、本発明の第
一実施の形態の液晶表示装置を説明するための対向基板
の平面図であり、図３は、図１のＴＦＴ基板と図２の対
向基板とを対向させて構成した、本発明の第一実施の形
態の液晶表示装置のほぼ一画素分の表示領域を示す平面
図である。図４は、図３のＢ－Ｂ線に沿った断面図であ
る。
【０００９】第一実施の形態は、ＴＦＴ基板１と対向基
板１３との間に液晶層１６を挟持したモノクロ液晶表示
装置に、本発明を適用した場合であり、対向基板１３に
形成したブラックマトリクス層１４に特に特徴を有する
ものである。
【００１０】図１及び図４に示すように、ＴＦＴ基板１
には、走査線２と、その両側に離間して設けられ基準電
位が与えられる共通電極線３ａ及び３ｂと、これらを覆
うゲート絶縁膜４と、ゲート絶縁膜上に設けられた半導
体層、半導体層の端部にお互いに離間して電気的に接続
されたソース電極及びドレイン電極、及び走査線２とオ
ーバーラップする部分をゲート電極とする薄膜トランジ



(3) 特開２００３－２８７７７０

10

20

30

40

50

3
スタ（ＴＦＴ）５と、ＴＦＴ５のドレイン電極に接続さ
れゲート絶縁膜４上に走査線２と交差するように配置さ
れている信号線６と、ＴＦＴ５のソース電極に接続され
ゲート絶縁膜４上に形成され共通電極線３ａの上方から
表示画素領域を通過して共通電極線３ｂの上方まで延び
て配置されている画素配線７と、これらＴＦＴ５、信号
線６及び画素配線７及びゲート絶縁膜４を覆う保護膜８
と、この保護膜８上に厚く形成され表面が保護膜８より
も平坦化され有機樹脂からなる層間絶縁膜９が形成され
ている。
【００１１】さらに、層間絶縁膜９上には、共通電極線
３ａ上を通過する画素配線１２、画素配線１２から分岐
して櫛歯状に表示画素領域に延びている画素電極１２ｐ
が形成されている。この画素配線１２は、保護膜８及び
層間絶縁膜９を貫通し画素配線７上に配置されているコ
ンタクトホール１０ａを介して、画素配線７に電気的に
接続されている。
【００１２】さらに、層間絶縁膜９上には、共通電極線
３ｂ上を覆う共通電極線１１、共通電極線１１から分岐
して信号線６に沿って共通電極線３ａの上方まで延びて
いるシールド共通電極１１ｓ、及び共通電極線１１から
分岐して表示画素領域に延びて画素電極１２ｐと対向す
る共通電極１１ｅが形成されている。この共通電極線１
１は、ゲート絶縁膜４、保護膜８及び層間絶縁膜９を貫
通し共通電極線３ｂ上に配置されているコンタクトホー
ル１０ｂを介して、共通電極線３ｂに電気的に接続され
ている。
【００１３】ここで、走査線２、共通電極線３ａ及び３
ｂ、信号線６、画素配線７などは不透明な導電性材料か
ら構成されており、層間絶縁膜９上に形成されている画
素電極１２ｐ、画素配線１２、共通電極１１ｅ、共通電
極線１１、シールド共通電極１１ｓなどは、いずれもＩ
ＴＯなどの透明な導電性材料で構成している。
【００１４】このＴＦＴ基板１側の構造は、信号線６近
傍の不透明な共通電極線をなくすと共に、信号線６から
の漏れ電界は信号線６上に配置した透明なシールド共通
電極１１ｓで遮蔽することにより、表示画素領域の開口
率の向上と表示特性の向上とを実現したものである。
【００１５】また、図示のとおり、画素電極１２ｐ、共
通電極１１ｅ、信号線６、シールド共通電極１１ｓはそ
れぞれ一回屈曲した形状としている。これは、マルチド
メイン型と呼ばれるものであり、画素電極１２ｐと共通
電極１１ｅ及びシールド共通電極１１ｓとを奇数回だけ
屈曲させて線対称な形状とすることにより、画素電極１
２ｐと共通電極１１ｅ及びシールド共通電極１１ｓとの
間の横電界により一画素内の液晶分子を逆方向に回転さ
せることで、液晶表示装置に対する視角変化によるカラ
ーティント現象を解消させている。
【００１６】一方、図２乃至図４に示すように、対向基
板１３には、直線状のブラックマトリクス層１４が形成
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されており、さらにブラックマトリクス層１４及び対向
基板１３を覆うオーバーコート層（ＯＣ層）１５が形成
されている。本実施の形態では、ブラックマトリクス層
１４に大きな特徴を有している。図２の破線は画素区分
を示している。図４は、図３のＢ－Ｂ線に沿った断面図
であり、図４のＢ１乃至Ｂ４は、図３のＢ１乃至Ｂ４の
箇所にそれぞれ対応している。この図４に示されるよう
に、Ｂ－Ｂ線の断面図の中でＢ１・Ｂ２間とＢ３・Ｂ４
間にはブラックマトリクス層１４を形成しているが、Ｂ
２・Ｂ３間には形成していない。図３では、ブラックマ
トリクス層１４の端部が太い点線で示されており、これ
らを纏めると、ブラックマトリクス層１４は、共通電極
線３ａ、走査線２、共通電極線３ａ・走査線２間の間
隙、ＴＦＴ５、走査線２・共通電極線３ｂ間の間隙、共
通電極線３ｂの上方を連続的に覆うように、走査線２の
延びる方向に沿って、対向基板１３に形成されている。
本実施の形態では、対向基板１３の信号線６と対向する
部分ではブラックマトリクス層が除かれていることを特
徴としている。
【００１７】このブラックマトリクス層１４は樹脂製で
あり、有機樹脂材料に黒色顔料を分散させるなどした材
料でできている。樹脂製のブラックマトリクス層１４
は、実用的なＯＤ値を確保するためには厚く形成され
る。しかしながら、厚く形成することにより対向基板１
３には比較的大きな段差が生まれる。
【００１８】次に、本件発明者の知見について、説明す
る。一般的に、アクティブマトリックス型の液晶表示装
置では、走査線及び信号線に対向する箇所の対向基板に
ブラックマトリクス層を設けることが行われており、長
方形の画素がアレイ状に配列された液晶表示装置では、
長方形状の開口部を持つブラックマトリクス層が形成さ
れる。上述したような信号線６が屈曲した液晶表示装置
にこの手法を適用すると、屈曲した信号線に対向する箇
所の対向基板には屈曲したブラックマトリクス層を設け
ることになる。すなわち、変形した六角形状の開口部を
持つブラックマトリクス層となる。このようなブラック
マトリクス層上にＯＣ層を設け、さらに配向膜を設け
て、図３に示すような液晶の初期配向方向にラビング処
理を施すと、屈曲した信号線に対向する箇所の屈曲した
ブラックマトリクス層の近傍では、それ以外の箇所と比
較してブラックマトリクス層による段差に起因するラビ
ング不良の発生が想定される。このようなラビング不良
が発生すると、この屈曲したブラックマトリクス層の近
傍、すなわち表示画素領域の周辺部分で光漏れ現象が発
生し、表示画素のコントラスト特性が低下する。
【００１９】これに対して、本実施の形態のように、共
通電極線３ａ、走査線２、共通電極線３ａ・走査線２間
の間隙、ＴＦＴ５、走査線２・共通電極線３ｂ間の間
隙、共通電極線３ｂの上方を連続的に覆うように、走査
線２の延びる方向に沿って、対向基板１３にブラックマ
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トリクス層１４を形成すると共に、対向基板１３の信号
線６と対向する部分ではブラックマトリクス層を設けな
いでおくことにより、屈曲した信号線６の近傍、すなわ
ち表示画素領域の周辺部分での光漏れ現象を解消し、表
示画素のコントラスト特性を向上できる。この対向基板
１３の信号線６と対向する部分ではブラックマトリクス
層を設けないでおく構成は、上述したＴＦＴ基板１側の
構成によりもたらされるものであり、ここにブラックマ
トリクス層を設けなくともバックライトからの不要光は
信号線６で遮光されて、表示特性の悪化を招かない。し
たがって、本実施の形態によれば、全体としてＴＦＴ基
板側の構造によりもたらされる効果と加えて、高視野
角、低カラーティント、高開口率、高コントラストを両
立させた横電界方式のモノクロ液晶表示装置を実現でき
る。
【００２０】念のために、走査線２の延びる方向に沿っ
て設けたブラックマトリクス層１４の近傍の配向膜のラ
ビング均一性について説明しておく。本実施の形態のよ
うな対向基板１３に配向膜を設けて、図３に示す方向に
ラビング処理を行うと、ブラックマトリクス層１４の両
近傍の配向膜では、一方では配向膜が削られてできたパ
ーティクルが集積され、他方ではブラックマトリクス層
１４による影となってラビングが十分に行われない領域
ができる。しかしながら、このブラックマトリクス層１
４は、十分な幅を維持しつつ走査線２と共通配線３ａ及
び３ｂとの間の間隙を視覚的に塞いで設けられているの
で、表示特性にはほとんど影響が現れず、本来のブラッ
クマトリクス層１４の機能を十分に発揮させることがで
きる。すなわち、ラビングが十分に行われない領域が生
まれたとしても、共通電極線３ａ又は３ｂとオーバーラ
ップするので、バックライト光は不透明な共通電極線３
ａ又は３ｂにより遮光されてこの領域は非可視化され、
表示特性に悪影響を与えないようにできる。
【００２１】図５は、第一実施の形態の信号線とシール
ド共通電極との関係を説明するための、図１及び図３の
Ａ－Ａ線に沿った断面図である。
【００２２】シールド共通電極１１ｓは、信号線６より
幅広で信号線６の両側に幅Ｌだけ張り出すように形成さ
れている。この幅Ｌは、クロストークの抑制を考慮する
と、層間絶縁膜の膜厚も関係してくるが層間絶縁膜の膜
厚が１．５μｍ～３μｍの場合では、少なくとも４μｍ
以上は必要であり、特に６μｍ以上の場合には抑制効果
が大きい。ここで、透明なシールド共通電極１１ｓの下
方を遮光して光漏れを低減するという観点では、Ｌを小
さくするのが好ましい。また、画素電極と共通電極及び
シールド共通電極との間の光透過領域で計算される開口
率の観点からは、光透過領域の面積を広くするためにシ
ールド共通電極１１ｓの幅を小さくしてＬを小さくする
のが好ましい。これらクロストーク、遮光及び開口率の
観点から、４μｍ≦Ｌ≦１０μｍの範囲とすることが好
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ましい。特に、クロストーク低減のためには、６μｍ≦
Ｌ≦１０μｍの範囲とすることがより好ましい。
【００２３】上述したモノクロ液晶表示装置は、ＲＧＢ
のカラーフィルタを備えるカラー液晶表示装置と比較し
て、色層によるバックライト光の散乱がないのでパネル
透過率に対して黒輝度が低く高コントラストの表示を実
現できること、階調数を稼げること、同じ輝度ならバッ
クライトの消費電力を小さくできることなどの特性も兼
ね備えており、高コントラスト、高階調、低消費電力の
液晶表示装置として活用が期待される。
（第二実施の形態）次に、本発明の第二実施の形態の液
晶表示装置について、図面を参照しながら説明する。図
６は、本実施の形態の液晶表示装置のほぼ一画素分の表
示領域を示す平面図である。本実施の形態は、第一実施
の形態と同様に、ＴＦＴ基板１と対向基板１３間に液晶
層１６を挟持したモノクロ液晶表示装置に本発明を適用
した場合である。なお、第一実施の形態と同様な構成に
は、同一の参照番号を付けて詳細な説明を省略する。
【００２４】本実施の形態では、信号線６に幅広部６ｗ
を設けている。この幅広部６ｗは、信号線が屈曲してい
る部分である。これ以外の構成は第一実施の形態と同様
である。幅広部６ｗを設けてシールド共通電極１１ｓと
幅広部６ｗとがオーバーラップしない領域を減らしたこ
とにより、透明なシールド共通電極１１ｓを透過して表
示特性を劣化させる、液晶表示装置の背面側に配置され
るバックライトからの光漏れを低減させている。幅広部
６ｗ上方のシールド共通電極１１ｓは、幅広部６ｗより
も幅が広く形成されており、信号線６及び幅広部６ｗか
らの電界が液晶層１６に影響を及ぼさないように設計さ
れている。
【００２５】本実施の形態によれば、上述した第一実施
の形態と同様に、屈曲した信号線６の近傍、すなわち表
示画素領域の周辺部分でのラビング不良に起因する光漏
れ現象を解消し、表示画素のコントラスト特性を向上さ
せることができ、さらに幅広部６ｗによりバックライト
からの光漏れを低減させて、さらなるコントラスト特性
を向上させることができる。したがって、本実施の形態
によれば、全体としてＴＦＴ基板側の構造によりもたら
される効果と加えて、高視野角、低カラーティント、高
開口率、高コントラストを両立させた横電界方式のモノ
クロ液晶表示装置を実現できる。
（第三実施の形態）次に、本発明の第三実施の形態の液
晶表示装置について、図面を参照しながら説明する。図
７は、本実施の形態の液晶表示装置を説明するためのＴ
ＦＴ基板の平面図であり、図８は、本実施の形態の液晶
表示装置を説明するための対向基板の平面図であり、図
９は、本実施の形態の信号線、シールド共通電極及び色
重ね領域の関係を説明するための、図７のＣ－Ｃ線に沿
った断面図である。なお、第一実施の形態や第二実施の
形態と同様な構成には、同一の参照番号を付けて詳細な
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7
説明を省略する。
【００２６】本実施の形態は、対向基板にＲＧＢの色層
を備えるカラー液晶表示装置に本発明を適用した場合で
ある。ＴＦＴ基板１側の構成は第一実施の形態のＴＦＴ
基板１と同様であり、ＴＦＴ基板１についての説明は省
略し、対向基板の構成について説明する。
【００２７】本実施の形態でも、上述した第一及び第二
実施の形態と同様に、ブラックマトリクス層１４は、共
通電極線３ａ、走査線２、共通電極線３ａ・走査線２間
の間隙、ＴＦＴ５、走査線２・共通電極線３ｂ間の間
隙、共通電極線３ｂの上方を連続的に覆うように、走査
線２の延びる方向に沿って、対向基板１３に形成してい
る。さらに、本実施の形態では、カラー表示を実現する
色層１７（赤色層１７Ｒ、緑色層１７Ｇ、青色層１７
Ｂ）を設けており、ある色層１７Ｒの両端部は、隣接す
る画素の色層１７Ｂ及び隣接する画素の色層１７Ｇの端
部とオーバーラップさせて色重ね領域１８を形成してい
る。各色層１７は、信号線６が屈曲している部分は屈曲
したストライプ状となっており、色重ね領域１８は信号
線６よりも幅広で信号線６とオーバーラップするように
配置されている。この色重ね領域１８は、色層１７の他
の部分と比較して光透過率が低下するので、ブラックマ
トリクスと同様な機能を実現できる。さらに、信号線６
に対向する部分にブラックマトリクス層を設けたものと
比較して、この部分の配向膜下地の段差が軽減される。
【００２８】したがって、実施の形態によれば、上述し
た第一及び第二実施の形態とほぼ同様に、屈曲した信号
線６の近傍、すなわち表示画素領域の周辺部分でのラビ
ング不良に起因する光漏れ現象を解消し、表示画素のコ
ントラスト特性を向上させることができる。したがっ
て、本実施の形態によれば、全体としてＴＦＴ基板側の
構造によりもたらされる効果と加えて、高視野角、低カ
ラーティント、高開口率、高コントラストを両立させた
横電界方式のカラー液晶表示装置を実現できる。
【００２９】ここで、図９を参照しながらシールド共通
電極１１ｓの幅について説明する。シールド共通電極１
１ｓは信号線６からの漏れ電界を遮蔽しており、この機
能を発揮させるために信号線６の両側にＬ１だけ張り出
した幅で形成している。このＬ１は、クロストークの抑
制を考慮すると、少なくとも４μｍ以上は必要であり、
特に６μｍ以上の場合には抑制効果が大きい。ここで、
透明なシールド共通電極１１ｓの下方を遮光するという
観点では、上述した第二実施の形態のように信号線６を
太らせて幅広部６ｗを設け、Ｌ１を小さくするのが好ま
しい。また、開口率の観点からは、シールド共通電極１
１ｓの幅を小さくしてＬ１を小さくするのが好ましい。
これらクロストーク、遮光及び開口率の観点から、４μ
ｍ≦Ｌ１≦１０μｍの範囲とすることが好ましい。特
に、クロストーク低減のためには、６μｍ≦Ｌ１≦１０
μｍの範囲とすることがより好ましい。
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【００３０】さらに、色重ね領域１８の部分の幅につい
て説明する。色重ね領域１８で重ねられる色層１７の端
部とこの端部から遠い側の信号線６の端部との間の距離
Ｌ２は、バックライトからの斜め透過光による色混ざり
防止を考慮すると、Ｌ２≧８μｍとすることが好まし
い。
【００３１】以上、好ましい実施の形態について説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、様々な
変更や他の液晶表示装置への適用が可能であろう。
【００３２】例えば、対向基板にブラックマトリクス層
が存在することに起因する、配向膜に対するラビング処
理の不均一性については、上述した第一実施の形態のよ
うな画素電極及び対向電極が屈曲したマルチドメイン型
の液晶表示装置だけでなく、画素電極、対向電極及び信
号線が屈曲しておらず直線状に形成されたシングルドメ
イン型の液晶表示装置においても、液晶表示装置の大画
面化、高精細化の進展に伴って顕著化することが予想で
きる。よって、このような液晶表示装置にも適用が考え
られる。
【００３３】図１０は、このようなシングルドメイン型
の液晶表示装置に本発明を適用した場合を示すものであ
る。上述したマルチドメイン型の液晶表示装置のラビン
グ方向（液晶分子の初期配向方向）は、信号線の長手方
向と平行な方向としているが、シングルドメイン型の液
晶表示装置のラビング方向は、誘電率異方性が正の液晶
を用いた場合には、例えば信号線の長手方向に対して約
１０°から３０°ほど傾斜した方向に設定する。
【００３４】さらに他の変更として、配向膜に対するラ
ビング処理の均一性を向上させるために、ブラックマト
リクス層の膜厚を薄くすることが考えられる。具体的に
は、膜厚を０．９μｍ～１．３μｍとすることにより、
ブラックマトリクス層による段差を軽減しラビング処理
の均一性を向上させることができるであろう。上述した
膜厚の数値範囲は、ＯＤ値が１μｍ当たり３．２の場合
を想定しているが、よりＯＤ値が大きい材料があればブ
ラックマトリクス層の膜厚は薄くてもよく、より均一性
を向上させることができる。
【００３５】また、ブラックマトリクス層として上述し
た実施の形態では樹脂製のもので説明したが金属製のも
のとしてもよい。一般的に同一膜厚では、ＯＤ値は金属
製のブラックマトリクス層のほうが高い。金属性のブラ
ックマトリクス層であれば、樹脂製のブラックマトリク
ス層と比較して薄い膜厚で高いＯＤ値が得られる。ブラ
ックマトリクス層による段差を軽減しラビング処理の均
一性を向上させることができるであろう。
【００３６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る請求
項１記載の液晶表示装置によれば、各表示画素の信号線
近傍のラビング均一性が向上するので、全体として各表
示画素のコントラストを向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施の形態の液晶表示装置を説明
するためのＴＦＴ基板の平面図である。
【図２】本発明の第一実施の形態の液晶表示装置を説明
するための対向基板の平面図である。
【図３】本発明の第一実施の形態の液晶表示装置の平面
図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図５】第一実施の形態の信号線とシールド共通電極と
の関係を説明するための、図１及び図３のＡ－Ａ線に沿
った断面図である。
【図６】本発明の第二実施の形態の液晶表示装置を説明
するためのＴＦＴ基板の平面図である。
【図７】本発明の第三実施の形態の液晶表示装置を説明
するためのＴＦＴ基板の平面図である。
【図８】本発明の第三実施の形態の液晶表示装置を説明
するための対向基板の平面図である。 *
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*【図９】第三実施の形態の信号線、シールド共通電極及
び色重ね領域の関係を説明するための、図７のＣ－Ｃ線
に沿った断面図である。
【図１０】本発明をシングルドメイン型の液晶表示装置
に適用した例を示す平面図である。
【符号の説明】
１  ＴＦＴ基板
２  走査線
６  信号線
５  薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
１１ｅ  共通電極
１１ｓ  シールド共通電極
１２ｐ  画素電極
１３  対向基板
１４  ブラックマトリクス層
１６  液晶層

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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